3. Який вид має енергетична зонна діаграма GaAs
Арсенід галію (GaAs) - хімічна сполука галію і миш'яку. Важливий напівпровідник, третій за масштабами використання в промисловості після кремнію і германію. Використовується для створення надвисокочастотних інтегральних схем і транзисторів, світлодіодів, лазерних діодів, діодів Ганна, тунельних діодів, фотоприймачів і детекторів ядерних випромінювань.
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conduction band – зона провідності
 Valence band – валентна зона.

Ширина забороненої зони 1,42еВ

Його зонна структура характеризується наявністю декількох побічних більш високоенергетичних  мінімумів зони провідності з відносно великою рухливістю і побічні більш високоенергетичні мінімуми з меншими рухливостями – тобто наявністю верхніх і нижніх долин. 

Величина енергетичної щілини між мінімумами зони провідності (E(0.31 еВ для арсеніду галію

